
АНОТАЦІЯ 

 

 Дипломна робота присвячена розробці одновимірної моделі розподілу 

просторового заряду у реальному p-n переході зі східчастим профілем 

легування домішок.  В основу розробки моделі покладено чисельний 

гібридний метод Монте-Карло з кінцевою різницею. 

 Метою дипломної роботи було визначення концентрації домішок при 

яких впливом рухливих носіїв заряду можна знехтувати при побудові 

розподілу просторового заряду з східчастим профілем легування домішок. 

Розглянуті класичні моделі розподілу просторового заряду p-n 

переходів. Було проведено аналіз p-n переходу зі східчастим профілем 

легування домішок. Зроблені висновки щодо впливу рухливих носіїв при 

заданих концентраціях на розподіл просторового заряду. 

В результаті було визначено при яких рівнях легування впливом 

рухливих носіїв заряду можна знехтувати, а також побудовані розподіли 

потенціалу, електричного поля та густини просторового заряду у середовищі 

MATLAB. 

 Загальний обсяг роботи  – 60 сторінок,  містить 45 рисунків, 20 джерел. 

 Ключові слова:  p-n перехід, розподіл, просторовий заряд, східчастий 

профіль легування домішок, одновимірна модель, рівноважний стан, сплавна 

технологія, гібридний метод Монте-Карло з кінцевою різницею. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Thesis is devoted to developing one-dimensional model space charge 

distribution in real p-n junction with the abrupt profile of doping impurities. The 

formulation assigned numerical model hybrid Monte Carlo method with the 

ultimate difference. 

The aim of the thesis was to determine the concentration of impurities in 

which the influence of free carriers can be neglected in the construction space 

charge distribution with the abrupt profile of doping impurities. 

The classic models of space charge distribution of p-n junctions was 

considered4. The p-n junction with the abrupt profile of doping impurities was 

analyzed. The conclusions about the impact of free carriers for a given 

concentration space charge distribution. 

As a result, it was determined at what levels of doping influence of free 

charge carriers is negligible, and built distribution potential, electric field and space 

charge density by MATLAB. 

The total amount of work - 60 pages,  45 figures, 20 sources. 

Keywords: p-n junction, distribution, space charge, abrupt profile of doping 

impurities, one-dimensional model, equilibrium, alloy technology, hybrid Monte-

Carlo finite difference method. 
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